2 - Tecriibe ve isletme hatlaiinda Koion.1
kayiplarinin oSlgtilmesi.

3 — - Ekstia yiuiksek voltaj hatlarinda koro-
nadan dolayr meydana gelen radyo karistiril-
mas'.nin nazari tahlili ve Ol¢ilmesi.

4 — Diger hususlar.

Grup 41 — lzolasyon Koordinasyonu :

1 — Devre acip kapamadaki dalga karakte-
ristikleri ve bu dalgalara maruz kalan izolas-
yonun hassalari.

2 — Paratonerlerin koi-uma seviyeleri ile
cihazlarin izolasyon seviyesi arasinda icap eden
hududu tayin eden esaslar ve metodlari.
Hakkinda Ma-

Raporlarin  Hazirlanmasi

lamat :

Rapotlar orijinal ve baska bi1 yerde tap
edilmemis olmalidir.

Raporlar daha ziyade sinai mahiyette c/-
mali, matematik formiille:le bogulmamali, tican
veya ilan propagandasi yapar mahiyette olma-
malidir

Rapo1 tek bir mevzuyu ve teknik kiymeti

haiz olup yenilikleri ihtiva etmeli ayni zaman-

i

da 6zii havi ve kisa olmaldir.

Imalatgilarin adlan mevzubahis edilmeme-
i ve mamuller (x, y, z.) imalat¢isina ait mal-
zeme diye adlandirilmalidir.

Raporlar Ingilizce veya Frans-zca olarak
5 kopya olarak Odamiza gonderilmeli 16 sahl-
fcyr gecmemeli ve beher sahife vasati 450 ke-

lime civarinda olmalidir.

Fazla sekil ve fotograf bulunmamali ve ra-
pora ilavesi muhakkak Illizumlu bulunan resim
ve fotograflann orijinalleri ¢ini miirekkeple iyi-
ce c¢izilmis ve fotograf negatifleri net ‘olarak
raporla birlikte gonderilmelidir. Bunlarin eb'adl.
25x34 cm. yi ge¢memelidir.

Muhterem meslekdaslarimiz  yukarida adi
gecen mevzularda kiymetli raporlarimizi haz'i-
layarak Odamiza gondermenizi rica eder, C.t.G-
R.£ huzurunda teknik sahada memleketimizin de
bir varlik oldugunun gosterilmesine yardim edu-
inanarak tesekkiirlerimizi

ceginize simdiden

sunariz.

idare Hey'et1

Transi

Shockl-ey'in ispat etmis oldugu gibi

ur
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q elektron sarj miktari

K - Boltzman sabitesi

T = 1s1 derecesi, Kelvin olarak

Ie ~ Emiter akimi

S t O r | a r (Gegen sayidan devain)

Sekil 16 da gosterildigi gibi alfanin buradaki
Uegeri takriben 0.98 dir, ve emiter akam arttik-
ca alfa da artmaktadir. Alfanin elde edilebilen en
yiiksek degeri 0.9965 dar. Bu deger bahsetmekte
oldugumuz saha birlesim transistorlar1 igindir.
Nokta birlesim transistorlarinda bahsetmis ol-
dugumuz gibi alfa bitden bilyuktiir.

GENEL OORUS VE FORMULLER

AKIM AMPLIFIKASYON FAKTORU = Bu tip transistorlarda alfa birden daima
Sekil 16, alfamin degerini veimektedir. Bu asag1 oldugundan biitlin baglant1 sekillelinde is-
faktdr matematiki olarak soOvle verilir lemesi stabildir. Boylelikle bu Uansistoihii
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m <4 b muhtelif sekillere baglamakla muhtelif giris ve
alfa — e -f rb— ¢ikis empedanslan elde edilir, ilk olarak biitiin
Bunun Ispati ilerde yapilacaktir, rm ve re baglant1 sekillerine samil olacak denklemleri ya-

rb ye gore cok (buylik oWuklawndaa takriben

sOyle gfOsterilir

m
alfa
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zalim. Devre sekil 17 de gosterilmistir. Sekil 18
ise bu devrenin 4 terminal sistemini gostermek-

tedir.
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VI=II re+1 (I + 12)
V3=imli+ 12 re +1b (II + 12)
VI =11 (re + b) + b 12

V2 =12 (rc+rb) + II (rm + rb)

Bu denklem su sekilde de yazilabilir :

VI = II (Ru) + (RI2) 12
V2 =12 (R2) + (R21) II

Oyle W
re+rb = RII
rc+rb = R22
rm+rb = R21
rb = RI12

Bu denklemlere gore sekil 17 asagidaki se-
kilde gosterilebilir (Bak sekil 19).
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Yukaridaki devreye Rg ic
bir Vg jeneratori baglandigr takdirde
VI = Vg — IlIRg olur
Cikis devresine de degeri RL olan bir yiik
baglandig1 takdirde

empedansi olan

V2 = RLI2 olur
Boylelikle yukaridaki  denklemler su sekil

alirlar.

(RI + Rg) Il + RI2 12 - Ve
R2II1 + (R22 + RL) 2 = O

Yik tizerindeki voltaja gore denklemleri ku-

rarsak

(RL R21) Vg
V2 = - s
(R11 + Rg) (R22 + RL) — RI2R21
Devredeki gli¢ kazanci : Yiikiin aldigi ener-

jinin (V2/RL) jeneratérden alinan enerjiye
(Vg /4Rg) bolumiidir. Bu asagidaki sekilde ve-
rilmektedir.

4 Rg RL R21

[(R11 + Rg) (R22 + RL) — RI2RJ1]

Kazan¢ Rg ve RL degerlerine baglhidir. Bun-
larin degerleri transistorun c¢ikis ve giris empe-
<ian«larma uydugu zaman kazan¢ azamidir. Fa-
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kat giris empedanst RL degerine ve c¢ikis empe-
dansn da Rg degerine asagidaki sekilde baglhdir.
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SehlL :ZO

VI —- II re+1b (11+12)
rmll=12 RL+rb (11+12) +12re
rmll = 12 (RL+rb + rc) + rtH

. —rml2 - rbl2 — 12 (rm+rb)
RL+rb+rc RL+rb+rc
VI = Ilre+rbll+rbl2 = II RIl+ HK
IT R12 R21
VI = II Rl _ _
RL + R22
VI R12 R21
GIRIS EMPEDANSI = RIl
11 RL+R22
Ayni sekilde cikis empedanst da .bulunabilir.
» .. Ra - R22 __ RI2R21

12 RI11+Rg

RI = Rg ve Ro™- RL miisavi olduklar1 tak-
dirde empedanslar uygulanmis ve kazancta &za-
midir. Bu duruma gore giris empedansi
RI = R giris = RIl (1-RI2 R21/R11 R22) 12
ve c¢ikis 'empedansi
RI = R giris - RIl (1-R12 R21/R11 R22) 12

Bu degerlere gore de dzami elde edilecek ka-
zang

2R1-'

O Azami - ———
R11R22U + 1 - RI12 R21/R11R22]'

alfanin bulunusu

alfa - (dic/dle) Ve = sabit
Ve - 12. R22+I1. R21

R21 rm-+rb
alfa rz (d12/dll) - — =

R22 rc+rb

TOPRAKLANMIS GOVDE KATI

i, I
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Yukaridaki denklemlere gore hesaplandigi
zaman tou sekil baglantisunn alcak giris empe-
danadyle yiiksek yik empedanst arasinda kulla-
nilmaya elverigli oldugu goriliir. Giris empedansi
bir kac yiiz ohm civarinda oldugu halde c¢ikis
empedansi bir kag megaohm civarindadir. 40 ila
50 db giic kazanci elde edilebilir. Bu bagdanti
sekil giris ve cikis katlar1 arasinda faz degisik-
ligi yaratmaz.
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TOPRAKLANMIS EMITER KATI

En cok kullanilan baglant1 sekli budur. El-
de edilebilen gii¢ kazanci 50 db civarindadir. Kat-
lar arasi kuplaj bu sistemde kolaylastirilmistir.
Zira giris empedans: topraklanmis govde katina
gore daha yiiksek oldugu gibi c¢ikis empedans: da
daha azdir. Giris empedansi bir ka¢ yiiz ohmun
ustiinde ve cikis empedanst da bir kac yiiz ki-
loohm civarindadir. Giris ve c¢ikis katlan arasinda
faz degisikligi vardir. Kuplaj transformatorii kul-
lanilmadan her kat arasinda 30 db lik lair kazang
elde edilebilir. Ginis ve ¢ikis empedanslan da
bagli olup ufak degisiklikler yaratabilir.

TOPRAKLANMIS KOLEKTOR KATT

Bu baglant1 seklinde nisbeten az kazanc el-
de edilir. (15 ilda 20 db arasinda). Fakat bu bag-
lant1 seklinde ¢ok biiyiik giris empedanst ve c¢ok
kiiclik cikis empedanst mevcuttur. Giris empe-
danst megaohm civarinda oldugu halde c¢ikis em-
pedanst 20 ild 25 ohm civarindadir. Bu baglant1
sekli normal lambalarda katod foloer katina te-
kabiil eder. Cikis voltaji giris voltajindan daha
azdir. Giris ve c¢ikis katlar1 arasinda faz degi-
sikligi yoktur.

E. M. M. 8
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FREKANB YETalLERI —GENEL [ZAHAT —

Transistorlarin katof frekansi transistorlarin
fiziki yapiklarina ve bunlari meydana getiren
germaniumun evsafina tabidir. Fakat bunlan
kontrol eden ve hudutlandiran bazi hususlar var-
dir. Mesela p-tiptne verilen elektronlarin hepsi
kolektor birlesim sahasinda aymi siiratle gitmez-
ler. Bazilar1 daha siiretli, bazilar1 da daha yavas
olarak giderler. Bu hal frekans yiikseldikce artar
ve en sonunda, evvel varan elektronlar sonra va-
ran elektronlarin tesirini sifira indirir. Buna ila-
veten kristal icinde hol'larm elektronlara nisbeten
(stiratleri daha azdir. Ayni zamanda transistorla-
rin n- ve p- tipi kisitmlar1 arasindaki intikal me-
safesi cok az oldugundan bu kistmlar cak biiyiik
kapasitans yaratirlar. Bu da transistorlarin katof
frekansina tesir eder. Aymi zamanda transistor-
larin en buyilik diismani da 1sinmadir. Harici te-
sirlerle 1sinan bir transistor evsafinin biiyiik bir
kismin1 kaybeder. Bu sebepiie transistorlar kul-
lanilirken bir redresor ldmbasinin yanina hi¢ bir
suretle yerlestiriimemelidir. Bugilin icin transis-
torlarda bir ka¢ vatin iistiine ¢ikamama sebebi
isinma  tesiriyle evsafinin degismesidlr.
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